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DIM MILLIMETERS INCHES
MIN MAX MIN MAX

A 9.40 10.16 0.370 0.400
B 6.10 6.60 0.240 0.260
C 3.94 4.45 0.155 0.175
D 0.38 0.51 0.015 0.020
F 1.02 1.78 0.040 0.070
G 2.54BSC 0.100BSC
H 0.76 1.27 0.030 0.050
J 0.20 0.30 0.008 0.012
K 2.92 3.43 0.115 0.135
L 7.62BSC 0.300BSC
M - 10° -—- 10°
N 0.76 1.01 0.030 0.040
L
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6.2 SOP-8
DIM MILLIMETERS INCHES
MIN MAX MIN MAX

A 4.80 5.00 0.189 0.197
B 3.80 4.00 0.150 0.157
C 1.35 1.75 0.053 0.069
D 0.33 0.51 0.013 0.020
G 1.27BSC 0.050BSC
H 0.10 0.25 0.004 0.010
J 0.19 0.25 0.007 0.010
K 0.40 1.27 0.016 0.050
M 0° 8° 0° 8°
N 0.25 0.50 0.010 0.020
S 5.80 6.20 0.228 0.244

1 ANSI Y14.5M,1982
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